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Uplatnenie vysledkov projektu

CHARAKTERISTIKA VYSLEDKOV

Suhrn vysledkov rieSenia projektu a naplnenia cielov projektu v slovenskom jazyku
(max. 20 riadkov)

Cielom projektu bolo porozumenie mechanizmu odporového prepinania v MIM $trukturach a
stanovenie klugovych parametrov na ziskanie spolahlivého a dlhodobého prepinania. Dal$im
cielom projektu bolo pripravit' Struktury, ktoré ukazu vyuzitie v pre aplikaciu v pamatove;j
bunke s ndhodnym pristupom na baze prepinania odporu. V ramci rieSenia projektu sme
zistili technologické podmienky pripravy MIM Struktir na baze TiO2, HfO2 a TaOx
vykazujucich stabilné bipolarne odporové prepinanie. Pulzné merania odporového prepinania
ukazali, Ze Struktury je mozné prepinat medzi dvoma odporovymi stavmi 104 krat a v
pripade Struktur na baze HfO2 az 1078 krat pri zachovani pomeru odporov viac ako 10.
Slu¢ky odporového prepinania boli modelované na zaklade antisériového zapojenia diéd a
sériového odporu. Demonstrovali sme pouzitie buniek na baze HfO2 v neplanarnych
Strukturach, ktoré su vhodné pre konstrukciu pamatovych poli. Tieto vlastnosti ukazuiju, Zze
najma Struktdry na baze HfO2 su vhodné pre buduicu generaciu pamati s nahodnym
pristupom (random access memory, RAM).

Suhrn vysledkov rieSenia projektu a naplnenia cielov projektu v anglickom jazyku
(max. 20 riadkov)

Aim of the project was resistive switching mechanism understanding in MIM structures and
determination of the key parameters for obtaining reliable and long-lasting switching. Another
aim was preparation of the structures permitting application in random access memory cell
based on resistive switching. We have determined technological conditions of preparation of
MIM structures based on TiO2, HfO2 and TaOx showing stable bipolar resistive switching.
Measurements in pulsed regime demonstrated switching between two resistance states 104
times and for HfO2-based structures even 10”8 times preserving resistance ratio more than
10. Resistive switching loops were modeled based on antiserial configuration of diodes and
serial resistance. We have demonstrated use of HfO2 cells in non-planar structures, suitable
for construction of memory fields. These properties show that particularly HfO2-based
strcutures are suitable for next generation random acces memories.

Formular ZK, strana 2/3



Svojim podpisom potvrdzujem, Ze Udaje uvedené v zaverecnej karte su pravdivé a uplné
a suhlasim s ich zverejnenim.

Zodpovedny riesitel Statutarny zastupca prijemcu

ng. Karol Fréhlich, DrSc. RNDr. Vladimir Cambel, DrSc.

V Bratislave 27.11.2014 V Bratislave 27.11.2014

" podpis zodpovedného riesitela podpis Statutarneho zastupcu prijemeu
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